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ABSTRACT: 

The blank chips belong to chip group and are interconnected by intermediate 
solder. There are several TAB strips, each with an inner and an outer lead. 
The chips are fitted with solder pips on facing sides, with the inner leads 
bonded between them. To the outer leads is bonded a system support. The chip 
group is pref. coupled to a second one of identical design such that the 
respective blank chips of one group are adjacent to those of the other one. 
The outer leads of the groups are interconnected to corresponding points of the 
system support. USE/ADVANTAGE - For vertically stacked semicondutor chips with 
improved integration in tape automated bonding (TAB). 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(54) Multichip-Halbleiterbaustein 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Multichip-Halbleiter- 
baustein, der einen verbesserten Integrationsgrad durch 
Ubereinanderschichten mehrerer Halbleiterchips aufweist, 
und insbesondere auf einen Multichip-Halbleiterbaustein! 
der unter Verwendung einer TAB-Technik (Tape Automated 
Bonding Technology) und einer C-4-Bindierungstechnik die 
dunnste Struktur besitzt. 

Der Multichip-Halbleiterbaustein umfaftt: eine erste Chip- 
gruppe (C) mit einem ersten blanken Chip (32) und einem 
zweiten blanken Chip (34), die miteinander durch ein 
eingefugtes Lot (36) verbunden sind, und eine Vielzahl von 
TAB-Bandern (31). von denen jedes eine innere Zuleitung 
und eine auBere Zuleitung aufweist. wobei der erste und der 
zweite blanke Chip mit einer Vielzahl von Lothockem (33) auf 

^ entgegengesetzten Seiten der einander zugekehrten Ober- 
flachen versehen sind. wobei die inneren Zuleitungen zwi- 

^ schen entsprechenden Lothockem (33) des ersten blanken 
Chips (32) und des zweiten blanken Chips (34) bondiert sind; 

CSl und einem Systemtrager (37, 37'), der an die au&eren 

O Zuleitungen der TAB-Bander (31) bondiert ist. 

Die Chipgruppe des Murtichip-Halbleiterbausteins kann mit 

*f einer anderen Chipgruppe verbunden werden. so dafc der 
Baustein vier blanke Chips aufweist. Weiter kann eine 
Chipgruppe durch Befestigen der Systemtrager zwischen 

^ zwei blanken Chips gebildet werden. wodurch die Chipgrup- 
pen stabil gemacht und fest ubereinandergestapelt werden 

Ul kann, und wobei die AnschluBpartien der blanken Chips an 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Multichip-Halb- 
leiterbaustein, der einen verbesserten Integrationsgrad 
durch Obereinanderschichten mehrerer Halbleiterchips 
aufweist, und insbesondere auf einen Multichip-Halblei- 
terbaustein, der unter Verwendung einer TAB-Technik 
(Tape Automated Bonding Technology) und einer CA- 
Bondierungstechnik die diinnste Struktur besitzt 

Seit kurzem geht bei Halbleiterbausteinen die Ten- 
denz in Richtung auf eine Miniaturisierung, d. h. zu 
leichten und dunnen Bausteinen, wahrend der blanke 
Chip dimensionsmaBig zunehmend groBer wird, so daB 
das Flachen- oder Volumenverhaltnis des blanken Chips 
zum Halbleitergesamtbaustein zunimmt. Dementspre- 
chend wandelt sich die Technik zur Herstellung von 
Halbleiterbausteinen allmahlich von der herkommli- 
chen Kunststoffverpackungstechnik, bei der der Chip 
auf einem Paddel plaziert ist, zur LOC-Technik (Lead- 
On-Chip), bei der Zuleitungen auf dem Chip angebracht 
werden. Weiter ist der Halbleiterbaustein ublicherweise 
mit einem einzelnen blanken Chip ausgerustet, wobei 
naturlich bekannt ist, daB ein Multichip-Halbieiterbau- 
stein durch Obereinandersetzen mehrerer Chips unter 
Bildung eines Huckepack-Bausteins, oder durch Ober- 
einandersetzen mehrerer Chips innerhalb eines Halblei- 
terbausteins hergestellt wird (offenbart in Nikkei Micro 
Devices, April 1991). 

In Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht zur Wieder- 
gabe einer typischen Ausfuhrungsform eines herkomm- 
lichen Multichip-Halbleiterbausteins mit Huckepack- 
Struktur dargestellt GemaB Fig. 1 ist eine Vielzahl von 
Halbleiterbausteinen 2 iibereinander auf dem untersten 
Halbleiterbaustein 1 aufgesetzt. wobei auBere Zuleitun- 
gen 2a, die mit dem oberen Halbleiterbaustein 2 verbun- 
den sind, mit auBeren Zuleitungen la bondiert sind, die 
mit dem untersten Halbleiterbaustein 1 in herkommli- 
cher Weise verbunden sind, derart, daB die auBeren Zu- 
leitungen la und 2a elektrisch miteinander verbunden 
sind. Die auBeren Zuleitungen la des untersten Halblei- 
terbausteins 1 sind nach auBen hin als SOP-Typ (Small 
Outline Package) ausgebildet und in einen Speichermo- 
dul oder eine Platinenebene eingepaBt Auf diese Weise 
erzieh der herkommliche Huckepack-Typ des Halblei- 
terbausteins dreidimensional einen verbesserten Inte- 
grationsgrad 

Da jedoch der herkommliche Halbleiterbaustein so 
beschaffen ist, daB der getrennt hergestellte Halbleiter- 
baustein I ubereinandergestapelt wird, weist das her- 
kommliche Halbleiterpaket den Nachteil auf, daB jeder 
Halbleiterbaustein in der Dicke wegen der Drahtbon- 
dierung und der GuBformdicke der Epoxykunstharzum- 
kapselung urn eine Drahtschleifenhohe wachst Dadurch 
nimmt die Dicke des gesamten Halbleiterpaketes unver- 
meidlicherweise zu. 

Fig. 2 stellt eine Querschnittsansicht zur Veranschau- 
lichung des Aufbaus eines herkommlichen Multichip- 
Halbleiterbausteins dar, bei dem ein oberer und ein un- 
terer blanker Chip langsseitig parallel zueinander in ei- 
nem einzelnen Halbleiterbaustein angeordnet sind. 

Nachfolgend wird das Verfahren zur Herstellung des 
Multichip-Halbleiterbausteins unter Bezugnahme auf 
Fig. 2 beschrieben. Zuerst werden zwei blanke Chips 3 
und 4 miteinander verbunden. Innere Zuleitungen von 
TAB-Bandern 5 und 6 werden mit Hilfe der TAB-Tech- 
nik an Hockern 8 bondiert, die auf den AnschluBab- 
schnitten der blanken Chips 3 und 4 vorgesehen sind. 
Die auBeren Zuleitungen der TAB-Bander 5 und 6 wer- 
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den jeweils mit den Systemtragem 9 und 9' verbunden. 
SchlieBlich wird ein GuBteil 10, das die entstandene Chi- 
panordnung umhuUt, durch Anbringen eines Epoxyhar- 
zes gebildet Dementsprechend enthalt ein einzelner 
5 Halbleiterbaustein zwei blanke Chips 3 und 4, wodurch 
der Integrationsgrad der Elemente verbessert und der 
Baustein miniaturisiert wird, d h. leicht und dunn wird. 

Weiter ist in Fig. 3 eine Querschnittsansicht zur Dar- 
stellung einer weiteren Ausfuhrungsform der herkomm- 
io lichen Multichip-Halbleiterbausteine dargestellt, in de- 
nen vier blanke Chips 1 1, 12, 1 la und 12a eingebaut sind. 

Der in Fig. 3 dargestellte Multichip-Halbleiterbau- 
stein wird in ahnlicher Weise hergestellt, wie in bezug 
auf Fig. 2 beschrieben wurde. In der oberen Halfte des 

15 Multichip-Halbleiterbausteins werden ein oberer und 
ein unterer blanker Chip 11 und 12 miteinander verbun- 
den. Innere Zuleitungen der TAB-Bander 15 und 16 
werden jeweils an Hockern 13 und 14 der Chips 11 und 
12 bondiert Die Hocker 13 und 14 sind an den entge- 

20 gengesetzten Seiten jeweils der oberen und der unteren 
Oberflache der Chips 11 und 12 vorgesehen. AuBere 
Zuleitungen der TAB-Bander 15 und 16 werden jeweils 
an den Systemtragem 17 und 17' bondiert Gleichzeitig 
werden in der unteren Halfte des Multichip-Halbleiter- 

25 bausteins ein oberer blanker Chip 11a und ein unterer 
blanker Chip 12a miteinander verbunden. Innere Zulei- 
tungen der TAB-Bander 21 und 22 werden mit den Hok- 
kern 18 und 19 bondiert, die an entgegengesetzten Sei- 
ten der oberen und unteren Oberflache jeweils des obe- 

30 ren und unteren blanken Chips 11a und 12a angebracht 
sind. AuBere Zuleitungen der TAB-Bander 20 und 21 
werden jeweils an den Systemtragem 17 und 17' bon- 
diert SchlieBlich wird ein GuBteil 22, das die sich erge- 
bende Chipanordnung umhullt, durch Anbringen der 

35 Epoxyharzkapselung gebildet. Dementsprechend ent- 
halt ein einzelner Halbleiterbaustein vier blanke Chips 
11, 12, 11a und 12a, wodurch sein Integrationsgrad ver- 
bessert und eine noch starkere Miniaturisierung des 
Bausteins erzielt wird als im Falle der Fig. 2. 

40 Da aber bei den in den Fig. 2 und 3 dargestellten und 
oben beschriebenen Multichip-Halbleiterbausteinen die 
inneren Zuleitungen der TAB-Bander 6 und 15, 16, 20, 21 
an den Hockern 7, 8 und 13. 14, 18, 19 bondiert sind, die 
auf der oberen und unteren Oberflache der blanken 

45 Chips 3, 4 und 1 1, 12, 1 la. 12a angebracht sind, nehmen 
die Hohen H bzw. H' zwischen dem oberen TAB-Band 5 
und dem unteren TAB-Band 6 bzw. zwischen dem obe- 
ren TAB-Band 15 und dem unteren TAB-Band 21 zu, so 
daB die Dicke des gesamten Halbleiterpaketes zunimmt 

so Da weiter die Anzahl der TAB-Bander 5, 6 und 15, 16, 
20, 21 zunimmt, nehmen auch die Herstellungskosten 
des Multichip-Halbleiterbausteins zu, und auBerdem be- 
dingt die Herstellung des Bausteins notwendigerweise 
ein komplexes Verfahren. 

55 Da weiter jede innere Zuleitungsbondierung (ILB) 
zwischen den blanken Chips 3, 4, 1 1, 12, 11a und 12a und 
den TAB-Bandern 5, 6, 15, 16, 20 und 21 an einer auBeren 
Oberflache der blanken Chips 3, 4, 11,12, 11a und 12a' 
ausgefiihrt werden. sind die Multichip-Halbleiterbau- 

60 steine nicht fur die LOC-Technik geeignet Aufgrund 
der relativ kurzen Langen der TAB-Bander 5, 6, 15 und 
16 ist das Verfahren zum Bondieren der inneren Zulei- 
tungen kompliziert und nicht leicht durchzufuhrea 
Es ist daher ein Ziel der Erfindung, einen Multichip- 

65 Halbleiterbaustein zu schaffen, der mit Hilfe einer TAB- 
Technik und einer fur das Flip-Chip-Verfahren geeigne- 
ten C-4-Bondierungstechnik in der diinnsten Struktur 
hergestellt wird, urn: den Halbleiterbaustein zu miniatu- 
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risieren, die LOC-Technik entsprechend der zunehmen- 
den GroBe eines blanken Chips zu verwenden und 
gleichzeitig zwei oder vier blanke Chips zu umkapseln. 

Um dieses Ziel zu erreichen, weist der Multichip- 
Halbleiterbaustein gemaB der vorliegenden Erfindung 
auf: eine erste Chipgruppe mit einem ersten blanken 
Chip und einem zweiten blanken Chip, die miteinander 
durch ein eingefugtes Lot verbunden sind, und eine Viel- 
zahl von TAB-Bandern, von denen jedes eine innere 


kern 35 an entgegengesetzten Seiten der oberen Ober- 
flache versehen. Zwischen dem oberen und dem unteren 
blanken Chip 32 und 34 ist ein Lot 36 eingefugt, so daB 
die Chips 32 und 34 miteinander verbunden sind. Die 
inneren Zuleitungen der TAB-Bander 31 sind zwischen 
den Lothockern 33 des oberen blanken Chips 32 und 
den Lothockern 35 des unteren blanken Chips 34 an 
entgegengesetzten Seiten der blanken Chips 32 und 34 
bondiert Die auBeren Zuleitungen der TAB-Bander 31 


Zuleitung und eine auBere Zuleitung aufweist, wobei io sind jeweils mit einem Systemtrager 37 (rechts in Fig. 4), 


der erste und der zweite blanke Chip mit einer Vielzah! 
von Lothockern auf entgegengesetzten Seiten der ein- 
ander zugekehrten Oberflachen versehen sind, wobei 
die inneren Zuleitungen zwischen entsprechenden Lot- 
hockern der ersten und zweiten blanken Chips bondiert 
sind, und einen Systemtrager, der an die auBeren Zulei- 
tungen der TAB-Bander bondiert ist 

Diese und weitere Ziele, Merkmale und Vorteile der 
vorliegenden Erfindung gehen aus der nachfolgenden 
Beschreibung in Verbindung mit den Zeichnungen deut- 
lich hervor, deren wesentlicher Gegenstand kurz be- 
schrieben wird. 

Fig. 1 stellt eine perspektivische Ansicht zur Veran- 
schaulichung eines Huckepack-Typs des Multichip- 
Halbleiterbausteins gemaB dem Stande der Technik 
dar; 

Fig. 2 stellt eine Querschnittsansicht eines TSOP- 
Typs entsprechend einer weiteren Ausfuhrungsform des 
in Fig. 1 dargestellten Multichip-Halbleiterbausteins 
dar, bei dem zwei Halbleiterchips ubereinander ange- 
ordnetsind; 

Fig. 3 stellt eine Querschnittsansicht eines TSOJ-Typs 
entsprechend einer noch weiteren Ausfuhrungsform des 
in Fig. 1 dargestellten Multichip-Halbleiterbausteins 
dar, bei dem vier Chips ubereinander angeordnet sind; 

Fig. 4 stellt eine Querschnittsansicht eines LOC- 
TSOP-Typs dar, der eine Ausfuhrungsform des Multi- 
chip-Halbleiterbausteins gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung wiedergibt, bei der TAB-Zufuhrungen zwischen 
zwei Chips plaziert sind; 

Fig, 5 stellt eine Querschnittsansicht eines LOC- 
TSOP-Typs dar, der eine weitere Ausfuhrungsform des 
Multichip-Halbleiterbausteins gemaB der vorliegenden 
Erfindung wiedergibt, bei der TAB-Zufiihrungen bis in 
die Mitte des Chips verlangert sind; 

Fig. 6 stellt eine Querschnittsansicht eines LOC- 
TSOJ-Typs dar, der wiederum eine weitere Ausfuh- 
rungsform des in Fig. 4 dargestellten Multichip-Halblei- 
terbausteins wiedergibt; 
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37' (links in Fig. 4) verbunden (wobei zum leichteren 
Verstandnis der Struktur des Bausteins nur zwei TAB- 
Bander 3! mit den zugehorigen Komponenten darge- 
stellt sind). Die wie beschrieben aufgebaute Chipgruppe 
ist von einem GuBformabschnitt 38 umgeben. 

Nachfolgend wird das Verfahren zur Herstellung des 
beschriebenen Multichip-Halbleiterbausteins gemaB 
der vorliegenden Erfindung erlautert 

Zuerst werden die inneren Zuleitungen der TAB-Ban- 
der 31 mit den an entgegengesetzten Seiten der unteren 
Oberflache des oberen blanken Chips 32 durch die 
C-4-Bondierungstechnik verbunden. Dabei werden die 
inneren Zuleitungen des Bandes31 zunachst annahernd 
mit den Lothockern 33 des Chips 32 ausgefluchtet. Da- 
nach werden der Chip 32 und das Band 31 zur Erwar- 
mung in einem Ofen gebracht, wodurch sich die inneren 
Zuleitungen des Bandes 31 relativ zu den Lothockern 33 
des Chips 32 selbstausrichten. Im Unterschied zum 
Stande der Technik mussen also die inneren Zuleitun- 
gen des Bandes 31 nicht genau mit den Lothockern 33 
ausgefluchtet sein. 

AnschlieBend wird der getrennte untere blanke Chip 
34 umgedreht. Dann wird er in bezug auf die inneren 
Zuleitungen des Bandes 31 ausgefluchtet, das mit den 
Lothockern 33 des oberen Chips 32 verbunden wurde. 
Daraufhin wird es erwarmt, so daB es durch C-4-Bondie- 
ren mit den inneren Zuleitungen des Bandes 31 verbun- 
den wird. Dabei kann sich der untere Chip 34 in bezug 
auf die inneren Zuleitungen des Bandes 31 selbstaus- 
richten, so daB eine genaue Ausrichtung des oberen 
Chips 34 nicht erforderlich ist, wie oben beschrieben. 
AnschlieBend wird das Lot 36 zwischen den oberen 
blanken Chip 32 und den unteren blanken Chip 34 ein- 
gefugt. 

Da in diesem Falle das TAB-Band 31 mit einem Kle- 
ber auf seinen beiden Oberflachen versehen ist, wirkt 
das Band fur den LOC-Baustein als dampfende Polyi- 
midzwischenschicht Nach dem Bondieren der inneren 
Zuleitungen des TAB-Bandes 31 mit den Lothockern 33 


Fig. 7 stellt eine Querschnittsansicht eines Multichip- so und 35 werden die Chips 32 und 34 durch Thermokom 


Halbleiterbausteins vom Andruck-Typ dar, der eine 
weitere Ausfuhrungsform des in Fig. 4 dargestellten 
Multichip-Halbleiterbausteins bildet; und 

Fig. 8 stellt eine Querschnittsansicht eines LOC- 
TSOP-Typs dar, der eine noch weitere Ausfuhrungs- 
form des in Fig. 4 dargestellten Multichip-Halbleiter- 
bausteins wiedergibt. 

Nachfolgend werden die bevorzugten Ausfiihrungs- 
formen der Erfindung im einzelnen beschrieben. 

Bezugnehmend auf Fig. 4 ist ein LOCTSOP-Baustein 
(Thin Small Outline Package) dargestellt, der eine Aus- 
fQhrungsform des Multichip-Halbleiterbausteins gemaB 
der vorliegenden Erfindung bildet. Der in der Zeichnung 
dargestellte Multichip-Halbleiterbaustein umfaBt einen 


pression miteinander verbunden. 

Der obere und der untere Chip 32 und 34, die wie 
oben beschrieben fest miteinander verbunden worden 
sind, und die TAB-Bander 31 bilden eine Chipgruppe C 
55 Nachdem die Chipgruppe C auf einem Systemtrager fur 
ein SOP (Small Outline Package) oder ein SOJ (Small 
Outline J-Lead Package) befestigt worden ist, werden 
die auBeren Zuleitungen des TAB-Bandes 31 der Chip- 
gruppe C durch Thermokompression jeweils mit Sy- 
60 stemtragern 37 und 37' bondiert Danach wird die ent- 
standene Chipanordnung einer GuBkapselung unterzo- 
gen, wodurch ein die Chipanordnung umgebender GuB- 
teil 38 gebildet wird. 
Gewunschtenfalls konnen die Umkapselungskosten 


oberen und einen unteren blanken Chip 32 und 34. Der es fur den Multichip-Halbleiterbaustein durch Testen der 

obere blanke Chip 32 ist mit Lothockern 33 an entge- Chipanordnung vor dem Bondieren der auBeren Zulei- 

gengesetzten Seiten der unteren Oberflache versehen. tungen des TAB-Bandes 31 mit den Systemtragern 37 

Entsprechend ist der untere blanke Chip 34 mit Lothok- und 37' verringert werden. 
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Da der Multichip-Halbleiterbaustein gemaB der oben 
beschriebenen Ausfuhrungsform der vorliegenden Er- 
findung so aufgebaut ist, daB das einzelne TAB -Band 31 
gleichzeitig mit dem oberen blanken Chip 32 und dem 
unteren blanken Chip 34 bondiert wird, kann die diinn- 
ste LOC-Paketierung erzielt und eine verdoppelte Pa- 
ketierungskapazitat erreicht werden. 

Obgleich in dieser Beschreibung die vorliegende Er- 
findung im Falle der LOC-TSOP-Ausfuhrung auf gewis- 
se Besonderheiten abstellt, ist sie naturlich nicht auf eine 
solche spezifische Ausfuhrungsform beschrankt, son- 
dern kann auf alle Arten von Halbleiterbausteinen an- 
gewandt werden, wie beispielsweise auf Ausfuhrungen 
vom LOC-SOJ-Typ, vom LOC-SOI-Typ und vom LOC- 
SOP-Typ. 

Fig. 5 veranschaulicht eine weitere Ausfuhrungsform 
der Erfindung. Der Multichip-Halbleiterbaustein um- 
faOt einen oberen und einen unteren blanken Chip 32 
und 34. Zwischen die blanken Chips 32 und 34 sind Sy- 
stemtrager 37 und 37' eingefugt und befestigt Die inne- 
ren Seiten der Systemtrager 37 und 37' sind mit TAB- 
Bandern 34 bondiert, so daB die Zufuhrungen der TAB- 
Bander 34 an Lothocker 33 und 35 angeschlossen sind, 
die auf den Anschlussen der oberen und unteren blan- 


blanke Chip 34 mit Lothockern 35 an entgegengesetz- 
ten Seiten seiner oberen Oberflache versehen ist Innere 
Zufuhrungen des TAB-Bandes 31 sind zwischen den 
Lothockern 33 und 35 bondiert Der obere blanke Chip 
32 und der untere blanke Chip 34 sind durch ein zwi- 
schen die Chips eingefugtes Lot 36 fest miteinander ver- 
bunden. Audi hier sind zum leichteren Verstandnis der 
Struktur des Bausteins nur zwei TAB-Bander 31 mit den 
zugehdrigen Komponenten dargestellt In gleicher Wei- 
se umfaBt die untere Chipgruppe C einen oberen blan- 
ken Chip 42 und einen unteren blanken Chip 44. Der 
obere blanke Chip 42 ist mit Lothockern 43 an entge- 
gengesetzten Seiten seiner unteren Oberflache verse- 
hen, wahrend der untere blanke Chip 44 mit Lothockern 
45 an entgegengesetzten Seiten seiner oberen Oberfla- 
che versehen ist Innere Zuleitungen des TAB-Bandes 
41 sind zwischen den Lothockern 43 und 45 bondiert 
Der obere blanke Chip 42 und der untere blanke Chip 
44 sind durch ein zwischen die Chips eingefugtes Lot 46 
20 fest miteinander verbunden. Die Systemtrager 47, 47', 
48, 48', 49 und 49' sind zwischen den auBeren Zuleitun- 
gen der TAB-Bander 31 und den auBeren Zuleitungen 
der TAB-Bander 41 bondiert. Die untere Chipgruppe C 


10 


15 


haftet an der unteren Chipgruppe C durch Aufbringen 
ken Chips 32 und 34 angebracht sind. Die blanken Chips 25 eines Klebers 51 zwischen dem unteren blanken Chip 34 
32 und 34 werden guBumkapselt, so daB die anderen der oberen Chipgruppe C und dem oberen blanken Chip 
Seiten der Systemtrager 37 und 37' nach auBen freilie- 42 der unteren Chipgruppe C. Die so aufgebaute Chi- 
gen. panordnung ist mit einem GuBteil 50 umhullt 

Bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung werden Nachfolgend wird das Verfahren zur Herstellung des 
die Zuleitungen der TAB-Bander 31, die mit den Seiten 30 vorerwahnten Multichip-Halbleiterbausteins gemaB ei- 
der Systemtrager 37 und 37' verbunden sind, durch ner weiteren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
C-4-Bondieren mit den jeweiligen Anschlussen der obe- dung beschrieben, bei der der Baustein vier blanke 
ren und unteren blanken Chips 32 und 34 unter Benut- Chips 32, 34, 42 und 44 besitzt 

zung der Lothocker 33 und 35 bondiert Danach werden Zuerst werden entsprechend der in Fig. 4 dargestell- 
der obere und der untere Chip 32 und 34 und die zwi- 35 ten Art und Weise die inneren Zuleitungen der TAB- 
schen ihnen eingefugten Systemtrager 37 und 37' mit- Bander 31 zwischen den an entgegengesetzten Seiten 
einander bondiert, so daB eine Chipgruppe C hergestelit der unteren Oberflache des oberen blanken Chips 32 
wird. Dann wird die Chipgruppe C mit Polyimid guBum- angebrachten Lothockern 33 und den an entgegenge- 
kapselt setzten Seiten auf der oberen Oberflache des unteren 

Der Spall zwischen den blanken Chips 32 und 34 wird 40 blanken Chips 34 angebrachten Lothokkern 35 befe- 
also durch die Systemtrager 37 und 37' beibehalten, so stigt, und zwar durch C-4-Bondieren. Dabei wird zwi- 
daB zwei blanke Chips fest und stabil ubereinander ge- schen den oberen blanken Chip 32 und den unteren 
stapelt werden konnen und ein getrenntes Lot nicht blanken Chip 34 ein Lot 36 eingefugt, so daB der obere 
erforderlich ist Da die Systemtrager 37 und 37' weiter blanke Chip 32 fest an den unteren blanken Chip 34 
zwischen zwei blanken Chips 32 und 34 fixiert sind, kon- 45 angeschlossen ist Der obere und der untere blanke Chip 
nen die Anschliisse der blanken Chips nicht nur an den 32 und 34, die wie oben beschrieben fest miteinander 
peripharen Abschnitten der blanken Chips gebildet verbunden worden sind, und das TAB-Band 31 bilden 
werden, sondern auch in der Mitte oder in jedem belie- eine obere Chipgruppe C. 

bigen Abschnitt der blanken Chips. Wie bei der oberen Chipgruppe C werden die inneren 

Demenisprechend konnen die Anschliisse wie ge- 50 Zuleitungen der TAB-Bander 41 durch C-4-Bondieren 
wunscht in die Auslegung des blanken Chips einbezo- zwischen den Lothockern 33 an den entgegengesetzten 
gen werden. Seiten der unteren Oberflache des oberen blanken 

Im Falle, daB eine vielfache Zahl von blanken Chips Chips 42, und den Lothockern 45 an den entgegenge- 
ubereinander gestapeit wird, konnen Systemtrager auch setzten Seiten der oberen Oberflache des unteren blan- 
in den GuBteil verzweigt werden und dann zwischen die 55 ken Chips 44 befestigt Dabei wird zwischen den oberen 


beiden blanken Chips eingefugt und dort befestigt wer 
den. 

Bezugnehmend auf die Fig. 6 bis 8 sind dort Multi- 
chip-Halbleiterbausteine gemaB einer weiteren Ausfuh- 
rungsform der Erfindung dargestellt, in denen vier blan- 
ke Chips iibereinandergesetzt sind. 

Der Multichip-Halbleiterbaustein umfaBt eine obere 
und eine untere Chipgruppe C und C GleichermaBen 
wie in Fig. 4 dargestellt, weist die obere Chipgruppe C 


blanken Chip 42 und den unteren blanken Chip 44 ein 
Lot 46 eingefugt, so daB der obere blanke Chip 42 mit 
dem unteren blanken Chip 44 fest verbunden ist Auf 
diese Weise wird die untere Chipgruppe C gebildet 
60 AnschlieBend werden die auBeren Zufuhrungen der 
TAB-Bander 41 der unteren Chipgruppe C mit den un- 
teren Oberflachen der Systemtrager 47, 47', 48, 48', 49 
und 49' verbunden. Der Kleber 51 wird auf einer oberen 
Oberflache des oberen blanken Chips 42 der unteren 


einen oberen blanken Chip 32 und einen unteren blan- 65 Chipgruppe C aufgebracht Dann wird die obere Chip 

ken Chip 34 auf. Der obere blanke Chip 32 ist mit Lot- gruppe C auf den oberen blanken Chip 42 der unteren 

hockern 33 an den entgegengesetzten Seiten der unte- Chipgruppe C plaziert, und die unteren Zufuhrungen 

ren Oberflache des Chips versehen, wahrend der untere der TAB-Bander 31 der oberen Chipgruppe C werden 
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mit der oberen Oberflache der Systemtrager 47, 47', 48, 
48', 49 und 49' durch Thermokompression bondiert Die 
aus vier blanken Chips 32, 34, 42 und 44 gebildete Chi- 
panordnung wird einer Formkapselung unterzogen, wo- 
durch ein die Chipanordnung umschiieBendes GuBteil 5 
50 gebildet wird. Der aus dem GuBteil 50 vorstehende 
Systemtrager kann einer der folgenden Typen sein: 
LOC-SOJ-Typ 47, 47' (Rg. 5), LOC-SOI-Typ 48, 48' 
(Fig. 6) oder LOC-SOP-Type 49, 49' (Fig. 7). 

Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, kann 10 
die Anzahl der fur die Paketierung bendtigten TAB- 
Bander um die Halfte reduziert werden, da der Multi- 
chip-Halbleiterbaustein gemaB der Erfindung so aufge- 
baut ist ( daB zwei blanke Chips an ein einzelnes TAB- 
Band oder vier blanke Chips an zwei TAB-Bander bon- 15 
diert werden. Dementsprechend kann der diinnstmogli- 
che Multichip-Halbleiterbaustein hergestellt werden, 
wodurch das Herstellungsverfahren der Paketierung 
vereinfacht und die Herstellungskosten reduziert wer- 
den. 20 

Es wird weiter davon ausgegangen, daB verschiedene 
Abanderungen und Varianten der Erfindung im Rah- 
men des fachmannischen Konnens liegen, ohne daB vom 
Wesen und Umfangder Erfindung abgewichen wird. 

25 

Patentanspruche 

1. Multichip-Halbleiterbaustein, umfassend: 

eine erste Chipgruppe mit einem ersten blanken 
Chip und einem zweiten blanken Chip, die mitein- 30 
ander durch ein eingefugtes Lot verbunden sind, 
und eine Vielzahl von TAB-Bandern, von denen 
jedes eine innere Zuleitung und eine auBere Zulei- 
tung aufweist, wobei der erste und der zweite blan- 
ke Chip mit einer Vielzahl von Lothdckern auf ent- 35 
gegengesetzten Seiten der einander zugekehrten 
Oberflachen versehen sind, wobei die inneren Zu- 
leitungen zwischen entsprechenden Lothdckern 
der ersten und zweiten blanken Chips bondiert 
sind, und einen Systemtrager, der an die auBeren 40 
Zuleitungen der TAB-Bander bondiert ist. 

2. Multichip-Halbleiterbaustein nach Anspruch 1, 
wobei die Chipgruppe mit einer weiteren Chip- 
gruppe, die den gleichen Aufbau wie die erste Chip- 
gruppe besitzt, so miteinander verbunden sind, daB 45 
jeder der beiden blanken Chips der einen Chip- 
gruppe jedem der beiden blanken Chips der ande- 
ren Chipgruppe benachbart ist, und jede auBere 
Zufuhrung der anderen Chipgruppe mit jedem zu- 
gehorenden Punkt des Systemtragers bondiert ist, 50 
der mit jeder entsprechenden auBeren Zuleitung 
der einen Chipgruppe bondiert ist. 

3. Multichip-Halbleiterbaustein nach Anspruch 2, 
wobei ein KJeber zwischen den blanken Chips der 
Chipgruppen angebracht ist, die einander benach- 55 
bart sind 

4. Multichip-Halbleiterbaustein nach Anspruch 2, 
bei dem die auBeren Zufuhrungen des TAB-Bandes 
mit dem SOJ-Typdes Systemtragers bondiert sind. 

5. Multichip-Halbleiterbaustein nach Anspruch 2, 60 
bei dem die auBeren Zufuhrungen des TAB-Bandes 
mit dem SOI-Typ des Systemtragers bondiert sind. 

6. Multichip-Halbleiterbaustein nach Anspruch 2, 
bei dem die auBeren Zufuhrungen des TAB-Bandes 
mit dem SOP-Typ des Systemtragers bondiert sind. 65 

7. Multichip-Halbleiterbaustein, umfassend: 

eine Chipgruppe mit einem oberen blanken Chip 
und einem unteren blanken Chip; einem ersten und 
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einem zweiten Systemtrager, von denen ein Ende 
zwischen das obere und das untere blanke Chip 
eingefiigt und dort befestigt ist, wahrend das ande- 
re Ende nach auBen freiliegt; erste und zweite Lot- 
hdckern, die auf AnschluBabschnitten jeweils des 
oberen und des unteren blanken Chips angebracht 
sind; und erste und zweite TAB-Bander, von denen 
jedes mit einem Ende an ein inneres Ende jedes der 
Systemtrager und mit dem anderen Ende an die 
Lothocker angeschlossen ist, wobei die Chipgruppe 
guBumkapselt ist und- die auBeren Seiten der Sy- 
stemtrager nach auBen freiliegen. 

8. Multichip-Halbleiterbaustein nach Anspruch 7, 
wobei die Einfiigungslange der Systemtrager von 
der Position der AnschluBpartie des oberen und 
unteren blanken Chips abhangL 

9. Multichip-Halbleiterbaustein nach Anspruch 7, 
bei dem eine Vielzahl von Chipgruppen gleicher 
Gestalt gebildet ist, wobei jeder der Systemtrager 
der Chipgruppen mit den entsprechenden System- 
tragern an der linken und an der rechten Seite bon- 
diert sind, und die Chipgruppen derart guBumkap- 
selt sind, daB nur einer der linken und rechten Sy- 
stemtrager freiliegt. 
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